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1. Introduccion teorica
2.Caracterizacion del sensor
3.Simulacion de Montecarlo




1..Que es un semiconductor?
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Dopaje n
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| a zonha de agotamiento
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Estructura interna
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Materiales

Optic fibre

1. Generador de tension para el
semiconductor y el laser

2. Montaje con el detector y el laser

3. Programa Alibava EASy

Flat cable Flat cable Trigger LEMO



Corriente de fuga (uA)

Caracterizacion del sensor

Analisis de la zona de deplecion del sensor
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Ruido del sensor
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ADC counts
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Analisis del sensor
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Comparacion de la carga recolectada con
fuente radioactiva y con laser

Comparacion de la CCE
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Simulacion por Montecarlo
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Collected charge [arb. units]
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iGracias!

. MUITO




try:
main(args|@|, options)
except KeyError:

print "I need an input file”
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